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摘 要

LED初期被使用於產生熱能較低的指示燈，如今隨著技術也日漸成熟，逐漸發展出高亮度白光LED與各種不同單色光LED

，普遍應用一般照明。因此LED發光所產生熱能逐漸受到重視，另外購買LED照明設備價格過高是面臨的一大挑戰。因此

如何降低生產成本，使LED更具有競爭力，是我們預期達到的目標。 為了解決LED散熱問題及降低LED生產成本，在本論

文中提出以BCB平坦化製程應用於LED，使其平坦化有助於覆晶型封裝，此封裝結構有助於LED降低接面溫度，而BCB鈍

化層塗佈可使後續免於epoxy封裝，可降低封裝成本，相對於傳統覆晶型封裝LED，經BCB平坦化製程的LED其接面溫度

可降低 43.15℃。
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